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'GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE - 6.8 to 40 Volts
600 Watts Peak Power 5.0 Watt Steady State
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GLASS ASSOVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE - 6.8 to 440 Volts
1500 Watts Peak Power 6.5 Watt Steady State
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‘GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE-6.8 to 440 Volts.
600 watt Peak Power 5.0 Watt Steady State

FEATURES

+ Plastic package has Underwriters Lahoratory
Flammability Glassification 94V-0

- Glass passivated chip junction in DO-15
(DO-204AC) Package

- B00W surgo
capability at 10/1000u s

- Excellent clamping capability

+ Low zener impedance Ly

* Fast reaponse time: typically loss
than 1.0ps from 0 Volts to BY min

* Typical D loss than 1uA above 10V

- High temperature soldering guaranteod:
266'C/10 seconds/.375",(9.5mm) lead
length, 5 Ibs., (2.3kg] tension =

o)
waT

sonirey
e

s

]

- &
MECHANICAL DATA

Case: JEDEG DO-15 Molded Plastic —_—"

Torminal: Axialleads, solderable per MIL-STD-750, Dimension ininchos

Method 2026 and

Polarity: Color band denoted cathode except Bigolar (milimeters)

Mounting Position: Any

Weight: 0.015 ounce, 0.4 gram

DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

For Bidirectional use C or CA Suffix for types PEKES.5 thru types POKE440 (e . PEKES.BC , PEKE440CA)
Elpctrical characteristics apply In both directions.

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

Ratings e 25T ambient temperature unless otherwise specified
Single phase, half wave, 60HZ resistive ar inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

RATING SYMBOL | VALUE UNTS

Poak Power Dissipalion at T Prew | Minmum 600 | Wiatts

‘Steady State Power Dissipation at TL= 75°C.
Lead Lengis.375"48.5mm) puore 2, P 50 Wwiatts

Paak Forward Surga Gurrent 8 3ms Single Half Sine-Wave

[ 100 I
Superimposad ori Rated Load (JEDEC Methodywores) - slind

Operating junction and Storage Temperature Range Tifee | SGto+1Ts ©

NOTES :
1 Nor-repsfiva current pulse , per Fig. 3 and dersted abova TA =25 par Fig. 2
2.Mounted on Copper Pad area of 1.6 1.6 (40 40mm) par Fig. 5.

3.8.3ms single half sine-save, duty cycla = 4 pulses pef Iminutes maximum.
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‘GLASS PASSIVATED JUNGTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE-5.0 to 180 Volts
500 Watt Peak Pulse Power

FEATURES

Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94v-0
Glass passivated chip junt

* 500W Paak Pulse Power Do-15
« capability on 10/1000us waveform
- Excallont clamping capabilty M ssion
+ Repetition rate (duty oycle]:0.01% I 1
« Lowinsremental surge fesistance uh
5
« Fastresponse time: typically less
fran O rom 0 Vol o BY for idirectona |

and 5.0ns for bidirectional types
Typical ID less than 1uA abave 10V

High temperature soldaring guaranteed
300°GH10 secands! 375,

I

s007.5)
)

MECHANICAL DATA &
Case: JEDEG DO-15 Molded Plastic aver passivated
junstian
Terminal: Plated Axial lsads, salderable por Dimensionin inches
MIL-STD-750, Method 2026 O,

Polarity: Golor band denoted positie end {cathode)
except Bidirectionals

Mounting Position: Any

Weight: 0.015 ounce, 0.4 gram

DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

For Bldirectional use C or CA Suffx for types SA5.0 hru types SA160 (.g. SAS.0C , SA180CA)
Elostrical charactarlstics apply in both directions

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

Ralings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

RATING SYWEOL | VALUE NITS
Peak Puss Power Dlss pation an 1610001 5 Wevelorm (o 1F161) Foru | Minmum 500 | Wats
Peak Pulse Gurrent of on 1011000 5 wavelorm (NOTE 16463 IePw | SEETABLE1 | Amps

Sleady State Power Dissipalion al TL=75°C

Lead Longins. 37549 SmmyNore 2) liad fd Wiatis
Peak Forward Surge Current,3ms Single Ralr She Wavs
Superimposed on Rated Loar Uniiracionsl orly weu ks Amps
(JEDEC Method) potes)
Operating junction and Storaga Temperanir Range TuTore | sslortts

NOTES:

. Non-repatitive current pulse . per FIg. 3 and derated above TA =251 per Flg. 2
2.Mounted on Copper Pad area of 1.6 1.6” (4040mm) per Fig. 6.
3.8.:3me single half sine-wave , of equivalent square wave, Duty cycle = 4 pulses per minutes maximum.




[image: image5.png]SMCJ SERIES

SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE-5.0 to 170 Volts
1500 Watt Peak Pulse Power

FEATURES

+ For surface mounted applicaf
optimize baard space

+ Low profile package

- Builtin strain roliel

- Glass passivated junction

+ Lowinductance

+ Excelient clamping capability

+ Repelltlon Rate{duty cycle):0.05%

+ Fast response time: typically less than 1.0ps.
from 0 Volts to BY min.

+ Typical ID lass than TuA above 10V

+ High tamparatura soldering:
250" /10 seconds at terminals

« Plsdtic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 84V-0

ns in order to

— MECHANICALDATA
Case: JEDEC DO214AB. Molded plastic over glass
passivated junction

Terminals: Solder plated, salderable per
MIL-STD-750, Method 2026

Polarity: Color band denoted positive end (cathode)
axcapt Bidiractionat

Standard Packaging: 16mm tape(EIA STD RS-481)
Waight: 0.007ounce, 0.21gram

DO-Z14AB
MODIFED J-BEND
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DEVICES FOR BIDIRECTIONAL APPLICATIONS

= |sss
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oo |

oo | sz

For Bidirsctianal use Suffix G or CA for types SWICJ.0 thru types SMCJ170 (e.g. SMCJ5.0C , SMCJ170CA)
Elgctrical charactaristics apply in both directions

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

Ratings al 25°C ambient temperature Lnless otherwiss specified.

RATING SYMEOL | VALUE UNITS
Foak Pulse Power Dissipalion on 101000 1 5 waveform (NoTE1 271G Prem | Minmum 1500 | watts
Peal Pulse Gurentof or 1071000 15 walveform NOre 17165 lpen | SEETABLE1 | Amps
Poak Forward Surge Curiont 8 3ms Singls Hall Sine-Wave o 0 s
‘Superimposed on Rated Load (JEDEC Mathod) aioTe 23

Operating junction and Storage Tempersture Range. TuTsts | 53t0+150 c

NOTES :

1.Non-repattlve current pulse , ser Flg. 3 and derated above TA =257 per Fig. 2
2.Mounted 0a 5.0mm2 Copper Pads to each terminal

3.5.3ms single haf sine-wave , or equivalent square wava, Duty cycle = 4 pulses per minulss maximum.







TVS（TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR）或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品，其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,档TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度（最高达1*10-12秒）使其阻抗骤然降低，同时吸收一个大电流，将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上，从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。 

　　TVS的反应速度绝对比RC回路快的多10e-12s,可不用考虑. 考虑TVS的击穿电压VBR,反响临界电压VWM,最大峰值脉冲电流IPP和最大嵌位电压VC及峰值脉冲功率PP. 选择VWM等于或大雨电路工作电压,VC为小于保护器件的耐压值,能测量最好(IPP),或估计出脉冲的功率,选功率较大的TVS. 抑制反向的用单向TVS,有交流的用双向TVS瞬态电压抑制器TVS的特性及应用

　　瞬态电压抑制器（Transient Voltage Suppressor）简称TVS，是一种二极管形式的高效能保护器件，有的文献上也为TVP、AJTVS、SAJTVS等。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时，它能以10-12秒量级的速度，将其两极间的高阻抗变为低阻抗，吸收高达数千瓦的浪涌功率，使两极间的电压箝位于一个预定值，有效地保护电子线路中的精密元器件，免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点，目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。具体有以下三大　　特点：
　　1、 将TVS二极管加在信号及电源线上，能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲，如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
　　2、 静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲，并能持续10ms；而一般的TTL器件，遇到超过30ms的10V脉冲时，便会导至损坏。利用TVS二极管，可有效吸收会造成器件损坏的脉冲，并能消除由总线之间开关所引起的干扰（Crosstalk）。
　　3、 将TVS二极管放置在信号线及接地间，能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。

一、 TVS瞬变电压抑制二极管的特性及主要参数 

　　1、TVS瞬变电压抑制二极管的特性曲线

　　TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同；反向特性为典型的PN结雪崩器件。

　　在瞬态峰值脉冲电流作用下，流过TVS的电流，由原来的反向漏电流ID上升到IR时，其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM上升到击穿电压VBR，TVS被击穿。随着峰值脉冲电流的出现，流过TVS的电流达到峰值脉冲电流IPP。在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后，随着脉冲电流按指数衰减，TVS两极的电压也不断下降，最后恢复到起始状态。这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率，保护电子元器件的整个过程。

　　2、TVS瞬变电压抑制二极管的特性参数

①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压，当这个反向电压加入TVS的两极间时，它处于反向关断状态，流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。

②最小击穿电压VBR和击穿电流IRVBR是TVS最小的雪崩电压。25℃时，在这个电压之前，TVS是不导通的。当TVS 流过规定的1mA电流（IR）时，加入TVS两极间的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS的VBR与标准值的离散程度，可把TVS分为±5%VBR和平共处±10% VBR两种。对于±5%VBR来说，VWM=0.85VBR；对于±10% VBR来说，VWM=0.81 VBR。

③最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过TVS时，在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映了TVS器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子，一般在1.2~1.4之间。

④电容量C电容量C 是TVS雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比，C过大将使信号衰减。因此，C是数据接口电路选用TVS的重要参数。

⑤最大峰值脉冲功耗PMPM是TVS能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS的PM值，请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下，功耗PM越大，其浪涌电流的承受能力越大；在给定的功耗PM下，箝位电压VC越低，其浪涌电流的承受能力越大。另外，峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的，器件规定的脉冲重复频率（持续时间与间歇时间之比）为0.01%，如果电路内出现重复性脉冲，应考虑脉冲功率的“累积”，有可能使TVS损坏。

⑥箝位时间TCTC是从零到最小击穿电压VBR的时间。对单极性TVS小于1×10-12秒；对双极性TVS小于是1×10-11 秒。

二、 TVS二极管的分类 
　　TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种，按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如：各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为：轴向引线二极管、双列直插TVS阵列（适用多线保护）、贴片式、组件式和大功率模块式等。 

三、 TVS瞬变电压抑制二极管的选用技巧 

1、 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
2、 TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低，器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压，并行连接分电流。
3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4、 在规定的脉冲持续时间内，TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后，其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
5、 对于数据接口电路的保护，还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
6、 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理；多线保护选用TVS阵列更为有利。
7、 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在－55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作，由于其反向漏电流ID是随增加而增大；功耗随TVS结温增加而下降，从+25℃到+175℃，大约线性下降50％雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此，必须查阅有关产品资料，考虑温度变化对其特性的影响。
8、 美国ProTek公司提供的TVS二极管，有下列不同的功率选择：
~500W：SA系列
~600W：P6KE、SMBJ系列
~1500W：1N5629~1N6389、1.5KE、LC、LCE系列
~5000W：5KP系列
~15000W：15KAP、15KP系列

压敏电阻(Varistor)是一种用得最多的限压器件。现在大量使用的是氧化锌（ZnO）压敏电阻，外面包封环氧树脂(可添加颜料)。它相当于一个可变电阻，当元件二端的电压增大时，由于内部二极管达到击穿电压时的电阻值减小，从而过电压箝位在一定值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸，因而有可能获得较高的浪涌电流值，但是它的可靠性较差，易老化。 

　　通常来说，压敏电阻(Varistor)是一次性使用的，这也是其成分所决定的，因为受到过压（过流）冲击以后，其内部结构发生不可逆的变化，氧化锌分子的排列由无序变成有序（或部分有序），甚至会发生爆炸（保护套）。

　　通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压，这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%。 

　　在试验和实际使用中，通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据。 

　　压敏电阻(Varistor)直径的选取 

1、客户直接要求耐量 
2、询问客户整机执行标准——UL 
3、按常规选取 

　　1kA（对8/20μs的电流波）用在晶闸管保护上，3kA用在电器设备的浪涌吸收上；5kA用在雷击及电子设备的过压吸收上；10kA用在雷击保护上。 

防雷元件、防雷管
BL微型放电管（BLSA）是20世纪90年代末跨世纪的产品，该产品一经问世，立即受到世界许多国家的瞩目，它广泛应用于供电，资料，信息接收，医疗器械及家电等系列产品，并在许多国家取得专利。

1、防雷元件概述：
玻璃放电管（强效放电管、防雷管）是20世纪末新推出的防雷器件，它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点：绝缘电阻高（≥108Ω）、极间电容小（≤0.8pF）、放电电流较大（最大达3 kA）、双向对称性、反应速度快（不存在冲击击穿的滞后现象）、性能稳定可靠、导通后电压较低，此外还有直流击穿电压高（最高达5000V）、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大（±20%）。按它的8/20μs波脉冲放电电流IPP的大小分为 BK3(YP),BK2(YS),BK1(YA)三个系列。

2、防雷元件特性：
玻璃放电管(防雷管)的特性曲线与半导体过压保护器相似。防雷元件主要特性参数是直流击穿电压VS（有±20%误差）和8/20μs波脉冲放电电流（BK3(YP)系列防雷管IPP≥500A，BK2(YS)系列IPP≥1000A，BK1(YA)系列IPP≥3000A）。

3、防雷元件使用指导：
①玻璃放电管(防雷管)既可以用作电源电路的保护，也可以用作信号电路的保护；既可以用作共模保护，也可以用作差模保护。但只能用在浪涌电流不大于3kA的地方。
②直流击穿电压VS的选择：直流击穿电压VS的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
③在有可能出现续流的地方（如电源电路）使用时，必须串联限流电阻或自恢复保险丝，防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。

防雷元件BLSA的应用
用于供电（BK2(YS),BK1(YA)系列放电管）
·美国UL1449规定的标准供电必备原件
·提高供电的可靠性
·三相或二相供电用于工业或民用机电设备
·IC或电子电路的供电
·开关和继电器的激荡压缩器

防雷元件用于资料传递装置（BK2(YS),BK1(YA)系列放电管）
·美国UL479A和UL479B规定的标准保护
·可控程序开关
·电话
·传真
·调制解调器

天线装置或天线/信号电路包括可动部件（BK3(YP),BK2(YS),系列放电管）
·美国UL1414规定的标准保护
·卫星天线
·放大器
·录音机
·收音机
·报警和传感器

抗静电装置（YS和YP系列防雷管）
·显示器包括电视
·监视器
·灰尘和可燃物呈现的环境

多种医疗器械（ BK3(YP),BK2(YS),BK1(YA)系列）

半导体过压保护器件

半导体放电管过压保护器件是专门为通讯设施防雷击而设计的，它采用了先进的离子注入技术；具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点；广泛应用于通讯交换设备、电话机、XDSL、通讯接口中；以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。

半导体过压保护器件特性：

1、半导体过压保护放电管采用了先进的离子注入技术，开启电压的一致性好，明显优于气体放电管和压敏电阻。

2、半导体放电管采用了SCR结构，浪涌电流的吸收能力强，明显优于TVS瞬态抑制二级管。

3、纳秒（10-9）级的响应速度

4、无极性、双向保护

5、可靠性高、寿命长

6、放电管表面贴装（SMB、SO－8）、单列直插（SIP3、TO-92）和轴向引线封装（DO-15）封装方式

半导体过压保护器件放电管的应用：

1、电话机、传真机

2、通讯接口（RS232/485/422)、T1/E1

3、程控交换机用户接口电路（SLIC)和数据线

4、XDSL(ADSL、VDSL、HDSL)、MODEM

5、通讯发射设备

6、CATV设备

肖特基势垒二极管SBD（Schottky Barrier Diode，简称肖特基二极管）是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降仅0.4V左右，而整流电流却可达到几千安培。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。

一、肖特基二极管原理 

　　肖特基二极管是贵金属（金、银、铝、铂等）A为正极，以N型半导体B为负极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的多属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子，贵金属中仅有极少量的自由电子，所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然，金属A中没有空穴，也就不存在空穴自A向B的扩散运动。随着电子不断从B扩散到A，B表面电子浓度表面逐渐降轻工业部，表面电中性被破坏，于是就形成势垒，其电场方向为B→A。但在该电场作用之下，A中的电子也会产生从A→B的漂移运动，从而消弱了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后，电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡，便形成了肖特基势垒。

　　典型的肖特基整流管的内部电路结构是以N型半导体为基片，在上面形成用砷作掺杂剂的N-外延层。阳极（阻档层）金属材料是钼。二氧化硅（SiO2）用来消除边缘区域的电场，提高管子的耐压值。N型基片具有很小的通态电阻，其掺杂浓度较H-层要高100%倍。在基片下边形成N+阴极层，其作用是减小阴极的接触电阻。通过调整结构参数，可在基片与阳极金属之间形成合适的肖特基势垒，当加上正偏压E时，金属A和N型基片B分别接电源的正、负极，此时势垒宽度Wo变窄。加负偏压-E时，势垒宽度就增加。

　　综上所述，肖特基整流管的结构原理与PN结整流管有很大的区别通常将PN结整流管称作结整流管，而把金属-半导管整流管叫作肖特基整流管，近年来，采用硅平面工艺制造的铝硅肖特基二极管也已问世，这不仅可节省贵金属，大幅度降低成本，还改善了参数的一致性。

　　 肖特基整流管仅用一种载流子（电子）输送电荷，在势垒外侧无过剩少数载流子的积累，因此，不存在电荷储存问题（Qrr→0），使开关特性获得时显改善。其反向恢复时间已能缩短到10ns以内。但它的反向耐压值较低，一般不超过去时100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点，能提高低压、大电流整流（或续流）电路的效率 。
　 
二、肖特基二极管的结构 

　　肖特基二极管在结构原理上与PN结二极管有很大区别，它的内部是由阳极金属（用钼或铝等材料制成的阻挡层）、二氧化硅（SiO2）电场消除材料、N-外延层（砷材料）、N型硅基片、N+阴极层及阴极金属等构成，如图4-44所示。在N型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。当在肖特基势垒两端加上正向偏压（阳极金属接电源正极，N型基片接电源负极）时，肖特基势垒层变窄，其内阻变小；反之，若在肖特基势垒两端加上反向偏压时，肖特基势垒层则变宽，其内阻变大。

　　肖特基二极管分为有引线和表面安装（贴片式）两种封装形式。
　　采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管（双二极管）式两种封装形式，如图4-45所示。
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　　肖特基对管又有共阴（两管的负极相连）、共阳（两管的正极相连）和串联（一只二极管的正极接另一只二极管的负极）三种管脚引出方式，见图4-46。
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　　采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式。
三、肖特基二极管的检测 

　　 肖特基（Schottky）二极管也称肖特基势垒二极管（简称SBD），它是一种低功耗、超高速半导体器件，广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路，作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用，或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
　　1．性能比较
　　肖特基二极管现超快恢复二极管、快恢复二极管、硅高频整流二极管、硅高速开关二极管的性能比较。由表可见，硅高速开关二极管的trr虽极低，但平均整流电流很小，不能作大电流整流用。
　　2．检测方法
　　下面通过一个实例来介绍检测肖特基二极管的方法。检测内容包括：①识别电极；②检查管子的单向导电性；③测正向导压降VF；④测量反向击穿电压VBR。
被测管为B82-004型肖 特基管，共有三个管脚，外形如图4所示，将管脚按照从左至右顺序编上序号①、②、③。选择500型万用表的R×1档进行测量。
　　测试结论： 
　　第一，根据①&#0;②、③&#0;④间均可测出正向电阻，判定被测管为共阴对管，①、③脚为两个阳极，②脚为公共阴极。 
　　第二，因①&#0;②、③&#0;②之间的正向电阻只几欧姆，而反向电阻为无穷大，故具有单向导电性。
　　第三，内部两只肖特基二极管的正向导通压降分别为0.315V、0.33V，均低于手册中给定的最大允许值VFM(0.55V)。
　　另外使用ZC 25-3型兆欧表和500型万用表的250VDC档测出，内部两管的反向击穿电压VBR依次为140V、135V。查手册，B82-004的最高反向工作电压（即反向峰值电压）VBR=40V。表明留有较高的安全系数.
　　四、常用的肖特基二极管主要参数
常用的有引线式肖特基二极管有D80-004、B82-004、MBR1545、MBR2535等型号，各管的主要参数见表4-43。
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常用的表面封装肖特基二极管有FB系列，其主要参数见表4-44。
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